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(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a composite structure comprising a thin layer made of monocrys-
talline silicon carbide arranged on a carrier substrate made of silicon carbide, the method comprising: a) a step of providing a donor
substrate made of monocrystalline SiC, the donor substrate comprising a donor layer produced by epitaxial growth on an initial sub-
strate, the donor layer exhibiting a density of crystal defects which is lower than that of the initial substrate, b) a step of ion implantation
of light species into the donor layer, in order to form a buried brittle plane delimiting the thin layer between said buried brittle plane
and a free face of said donor layer, ¢) a succession of n steps of formation of carrier layers, with n greater than or equal to 2; the n
carrier layers being arranged on the donor layer successively on one another, and forming the catrier substrate; each step of formation
comprising a chemical vapour deposition, at a temperature of between 400°C and 1100°C, in order to form a carrier layer made of
polycrystalline SiC; the n chemical vapour depositions being carried out at n different temperatures, d) a step of separation along the
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buried brittle plane, in order to form, on the one hand, a composite structure comprising the thin layer on the carrier substrate and, on
the other hand, the remainder of the donor substrate, €) a step of mechanical and/or chemical treatment(s) of the composite structure.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une structure composite comprenant une couche mince en carbure de
silicium monocristallin disposée sur un substrat support en carbure de silicium, le procédé comprenant : a) une étape de fourniture
d'un substrat donneur en SiC monocristallin, le substrat donneur comprenant une couche donneuse réalisée par croissance €pitaxiale
sur un substrat initial, la couche donneuse présentant une densité de défauts cristallins inférieure a celle du substrat initial, b) une
étape d'implantation ionique d'espéces légeres dans la couche donneuse, pour former un plan fragile enterré délimitant la couche mince
entre ledit plan fragile enterré et une face libre de ladite couche donneuse, c) une succession de n étapes de formation de couches
supports, avec n supérieur ou égal a 2; les n couches supports étant disposées sur la couche donneuse successivement les unes sur les
autres, et formant le substrat support; chaque étape de formation comprenant un dépot chimique en phase vapeur, a une température
comprise entre 400°C et 1100°C, pour former une couche support en SiC poly-cristallin; les n dépdts chimiques en phase vapeur étant
opérés a n températures différentes, d) une étape de séparation le long du plan fragile enterré, pour former d'une part une structure
composite comprenant la couche mince sur le substrat support, et d'autre part le reste du substrat donneur, ¢) une étape de traitement(s)
mécanique(s) et/ou chimique(s) de la structure composite.



